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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月13日(2013.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィールド強化型誘導結合プラズマ処理システムであって、
　誘電性の蓋を有するプロセスチャンバと、
　前記誘電性の蓋の上方に配置されるプラズマ源アセンブリとを含み、前記プラズマ源ア
センブリは、
　前記プロセスチャンバ内でプラズマを形成して維持するために、前記プロセスチャンバ
内にＲＦエネルギーを誘導結合するために構成される１以上のコイルと、
　前記プロセスチャンバ内でプラズマを形成するために、前記プロセスチャンバ内にＲＦ
エネルギーを容量結合するために構成され、電気コネクタを介して前記１以上のコイルの
うちの１つに電気的に結合される１以上の電極と、
　前記１以上の誘導コイル及び前記１以上の電極に結合されるＲＦジェネレータとを含む
システム。
【請求項２】
　前記１以上のコイルは、外側コイルと内側コイルを更に含む請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記１以上の電極は、等距離に離れて配置され、前記内側コイルと前記外側コイルの間
に配置される２つの電極を更に含み、各電極は、前記外側コイルに電気的に結合される請
求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記１以上の電極は、等距離に離れて配置され、前記内側コイルと前記外側コイルの間
に配置される４つの４分割されたリング状の電極を更に含み、各電極は、前記外側コイル
に電気的に結合される請求項２記載のシステム。
【請求項５】
　前記誘電性の蓋と前記１以上の電極の間で画定される垂直距離を独立して制御するため
の、前記１以上の電極に結合される１以上の位置制御機構を更に含む請求項１記載のシス
テム。
【請求項６】
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　前記誘電性の蓋に対する前記１以上の電極によって画定される電極面の角度が調整可能
である請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記誘電性の蓋と前記プラズマ源アセンブリの前記１以上の電極との間に配置されるヒ
ーター要素を更に含む請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記ヒーター要素に結合される交流電源を更に含む請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記ヒーター要素は、ノーブレークヒーター要素である請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　前記プロセスチャンバ内に配置されるサポート台を更に含み、バイアス電源が前記サポ
ート台に結合される請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記１以上の電極は、等距離に離れて配置される２つの電極を更に含む請求項１記載の
システム。
【請求項１２】
　プラズマを形成する方法であって、
　誘電性の蓋を有し、前記蓋の上方に配置される１以上のコイル及び１以上の電極を有す
るプロセスチャンバの内部容積にプロセスガスを供給するステップであって、前記１以上
の電極は、前記１以上のコイルのうちの１つに電気的に結合されているステップと、
　ＲＦ電源からの第１ＲＦ電力量を前記１以上のコイルを介して前記プロセスガスに誘導
結合させ、前記ＲＦ電源からの第２ＲＦ電力量を前記１以上の電極を介して前記プロセス
ガスに容量結合させることによって、ＲＦ電源から前記１以上のコイル及び前記１以上の
電極にＲＦ電力を供給するステップと、
　前記１以上のコイル及び前記１以上の電極によって前記プロセスガスに夫々誘導結合及
び容量結合される前記ＲＦ電源によって供給される前記ＲＦ電力を使用して前記プロセス
ガスからプラズマを形成するステップとを含む方法。
【請求項１３】
　前記１以上の電極と前記蓋の間の垂直距離を調節することによって、前記ＲＦ電源から
前記プロセスガスに容量結合された前記第２ＲＦ電力量を制御するステップを更に含む請
求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記プロセスチャンバは、前記蓋の上に配置されるノーブレークヒーター要素を更に含
む請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記プロセスチャンバの温度を制御するためにＡＣ電源から前記ヒーター要素に電力を
供給するステップを更に含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記１以上の電極のうちの少なくとも１つと前記蓋の間の垂直距離を調節するステップ
を更に含む請求項１２記載の方法。
【請求項１７】
　前記１以上の電極の夫々と前記蓋の間の垂直距離を調節するステップを更に含む請求項
１２記載の方法。
【請求項１８】
　前記１以上の電極の夫々と前記蓋の間の垂直距離が夫々の電極に対して異なる請求項１
７記載の方法。
【請求項１９】
　前記１以上の電極によって画定される電極面の前記誘電性の蓋に対する角度を調節する
ステップを更に含む請求項１２記載の方法。
【請求項２０】
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　プラズマの均一性又はイオン密度のうちの少なくとも１つを制御するために、前記１以
上の電極の夫々と前記蓋の間の垂直距離を調節するステップ、又は前記１以上の電極によ
って画定される電極面の前記誘電性の蓋に対する角度を調節するステップを更に含む請求
項１２記載の方法。


	header
	written-amendment

